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Esta invencién esté encaminada a circu.-
tos de almacenamiento que usan transitores y , més particu
larmenﬁe,'a dickos circulitos de almacenamiento que usan -~
transistores de efecto de campo de tipo de almacenamiento,.

Los dispositivos activos semiconductores
tales como los transistores de efecto de campo son de in-
teres considerable para usarse como slementos de memoria,
Los c¢ircuitos que usan dichos dispositivos son répidos, =
econdmicos, requieren poca energia, ocupan una pequefia can
tidad de espacio y pueden integrarse para formar conjuntos
o formaciones grandes. Sin embargo, en dichos circuitos co
nocidos hasta ahora, hay lugar para mejora en un nimero de
freas, Por ejemplo, los circuitos de almacenamiento conven
cionales qQue pueden obtenerse comercialmente y que usan =
dispositivos semiconductores por lo general tienen un mini
mo de cuatro o cinco elementos activos semiconductores (ta
les como los transistores anteriormente mencionados u otros)
para cada bit de informacidn almacenada. Si el nimero de
dispositivos activos semiconductores por bit pudiera redu
cirse, el nfmero de células de almacenamiento en un &rea
determinada de espacio podria aumentarse correspondiente-~
mente,

Se han hecho un nimero de proposiciones
para proporcionar un circuito de almacenamiento que usa -
solamente un transistor para cade bit almacenado, Dichos
circuitos propuestos usualmente incluyen un transistor de
tipo llamado de almacenamiento , un transistor de tipo de
almacenamiento siendo definido como un en donde la trayec
toria de conduccidn principal (que se extiende entre las

dos llamadas terminales principales) es capaz de ajustar-
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se a cualesquiera de un minimo de dos estados conductores;
Y en donde el transistor a continuacibén mantiene este esta
do ( en ausencia dz influencias exbternas ) afin cuando por
ejemplo, puedan removerse voltajes suministrados externa-

5 mente desde los electrodos del tramsistor. Uno de dichos
transistores de tipo de almacenamiento es el llamado tipo
ferroeléctrico que incluye un cuerpo smiconductor cuya tra
yectoria de conduccidn se altera polarizando el material -
ferroeléctrico. El material ferroeléctrico se coloca en pro

10 ximidad & los electrodos del tramsistor a fin de alterar
la superficie cargada en una porcidn de este cuerpo que que
da adyacente a la trayectoria conductora. Sin embargo, en
la préctica dichos transistores ferroeléctricos han demos~
trado ser extremadamente diffciles de fabricar y han sido

15 inestables y no se han propuesto para usarse en circuitos
de almacenamiento,

Los circuitos de almacenamiento relg--
cionados con la presente invencidn se muestran y se des-
criben en la Patente Belga Nimero 722.41l, que se conce-

20 d4idé el 16 de octubre de 1.968 (RCA 59,805) y que pertene-
¢e al propietario de la presente invencibn. Cada circuito
de almacenamiento en esta Patente Belge usa un trangistor
de almaecenamiento del tipo de efecto de campo y ademds -
requiere por lo menos un transistor de efecto de campo =~

25 convencionalmente accionado adicional que se usa para ad-
mitir selectivamente un voltaje de funcionamiento hacia
la trayectoria de corriente definida mediante los electro-
dos principales del transistor de almacenamiento., El cir=
cuito mdstrado en esta patente Belga ademés requiere el

30 uso de una impedancia de carga adicional para el transis-
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tor de almacensmiento a través de la cual se observa
voltaje durante una operacibén de lectura para fin de de-
terminar el estado en que se ha ajustado anteriormente -
el transistor de almacenamiento., Ademfs de requerir la
aplicacidn de voltaje & muchos niveles, este circuito de
almacenamiento especfifico cuando se hace funcionar en su
modo de lecturs desarrolla una sefial de salida que no so
lamente esté en la funcidn del estado del dispositivo ==
de almacenamiento sino que depende asimismo (inter alia)
de la impedancia del transistor de efecto de campo conew-
vencional adicional anteriormente mencionado. Como conse-
cuencia, pueden variar los parfmetros de salida del cir-
cuito desde un circuito de almacenamiento a otro.

Un objeto de la presente invencibn es
proporcionar un c¢ircuito de almacenamiento de dispositi-
vo activo semiconductor mejorado y nuevo que usa un solo
trangistor de efecto de campo del tipo de almacenamiento
para almacenar un bit de informacidn binaria.

El circuito en donde la presente inven-
¢ibén puede llevarse a la préctica incluye un transistor
de efecto de campo de tipo de almacenamiento que tiene
un electrodo de fuente y un electrodo de consumo ( que
se mencionan en lo que antecede como "electrodos princi-
pales"), as{ como un electrodo de desbloqueo. Dicho tran
sistor tiene una trayectoria que se extiende entre los
electrodos de fuente y de consumo a fin de conducir con-
trolablemente la corriente desde una fuente exferna de
voltaje de funcionamiento. El tramsistor, que puede ser
del tipo mostrado y reivindicado en la patente Belga anid

teriormente mencionada, exhibe caracteristicas biestables,
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es decir, (a) en respuesta a la aplicacibén entre sus elec—

tredos de dz2sbloqueo y de fuente de un primer voltaje ma-
yor que un primer valor determinado y una polaridad que -
tiende a aumentar la conductividad en la trayectoria de
fuente y consumo, el transistor se ajusta a un estado en
donde exhibe un primer valor de umbral; mientras que (b)
en respuesta a la aplicacibn entre sus electrodos de des—
bloqueo y de fuente de un segundo voltaje de un valor ma-
yor que un esgundo valor determinado y de una polaridad
que btiende a disminuir la conductividad de la trayectoria
de fuente y consumo, el transistor se ajusta hacia un es-
tado en donde exhibe un segundo valor de umbral diferente
del primer valor. En dicho eircuito, el transistor esté
adaptado pars recibir entre sus electrodos de fuente y

de consumo (por ejemplo a través de un dispositivo inacti-
vo en el circuito que sirve como una impedancia de carga)
un voltaje de funcionamiento de una fuente externa. El
trensistor estd asimismo adaptado para recibir entre los
electrodos de fuente y de desbloqueos+ (a) durante una ope
racibén de escritura una sefial de amplitud que se selec-
ciona para que sea igual a uno del primero y segundo vol-
tajes, y (b) durante la operacidn de lectura una sefial de
amplitud intermedia a los primero y segundo valores de=-
terminados.

De conformidad con una modalidad prefe-
rida de la invencidn, el transistor de almacenamiento es
el Ginico elemento activo en el circuito y durante una --
operacién de lectura del circuito la salida del circuito
se determina {nicamente mediante la impedancia y la tra-
yectoria de fuente y consumo del trangistor de almacenas

= 0
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miento.

Un circuito que usa la presente invencién
ofrece la ventaja de requerir un espacio minimo para cada
circuito. Ademls el funcionamiento de circuito se mejora
debido a que la dependencia en la impedancia del disposi-
tivo sencillo permite que los parémetros de seiiales de
salida se controlen més fheilmente. Ademés, la presente
invencibén permite que el eircuito de almacenamiento sea
alimentado mediante un nfimero minimo de lineas (tales co=-
mo aquellas gue se exbienden hacia los electrodos de —-
fuente y de consumo) en presenc ia de las sefiales de con-
trol suministradas (a un nimero mfnimo de niveles de vol
taje) a través de lineas que se extienden hacia el elecw
trodo de fuente 7y los electrodos de desbloqueo del solo
transistor,

En la descripcibn detallada de los cir-

cuitos que abarcan la presente invencibn, se hace refe-

rencia a los dibujos que se anexan que forman parte de -

la especificacibén presente y en los cuales:

La FIGURA 1 es una vista en seceidn trang
versal de una modalidad del tipo del dispositive semicon
ductor que puede usarse para llevar a la préctica la in-
vencidng

La FIGURA 2 es un trazo de capacitancia
versus voltaje aplicado que ilustra el carfcter biesta~-
ble del dispositivo;

La FIGURA 3 es un diagrama de circuito -
que muestra el dispositivo que se usa como un detector ~

de umbrel variable;

Las FIGURAS 4(a) y 4(b357 };’ra‘z,os{.deﬂ.
b
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las caracteristicas V - I del dispositivo cuando se im-
pulsa hacia egbados de umbral bajo y alto;
La FIGURA 5 es un diagreama esquemftico
que nmuestra el dispositivo usado como un dispositivo de
5 memoria de un solo elemento; ¥
La FIGURA 6 es un diagrama esquemdtico
que muestra un medio en serie para ajustar y leer el ele
mento de memoria de la FIGURA 5. ‘
La FIGURA 1 muestra un transistor de -
10 efecto de campo de desbloqueo aislado de tipo de transi-
cibén 10 apropiado para llevar a la prhctica la invencibm.
El tramaistor 10 incluye un cuerpo 12 del material semi-
conductor de un tipo de conductividad determinado tal -
como silicio de tipo P que tiene la superficie superior
15 14, Adyacente a la superficie 14 hay regiones espaciadas
15 y 16 de un tipo de conductividad opuesto a aquel del
cuerpo 12, que constibuyen regiones de fuente y de con-
sumo, respectivamente, para el transistor 10. La distan-
cia entre las regiones 15 y 16 define el ancho del canal
20 de conduccidn. Se forman los contactos 18 y 20 en la su-

perficie 14 en contacto dhmico con las regiones 15 y 16.

Quedando por encims del espacio del ca
nal entre las regiones 15 y 16 hay una estructura que =
comprende los elementos de almacenamientd de desbloqueo

25 ¥ de carga del transistor 10, Lea primera capa adyacente
& la superficie 14 en el espacio entre las regiones 15
¥ 16 es una capa delgada 22 de material alslante tal co-
mo didxido de silicio.

Depositada sobre esta capa 22 de diéxi

30 do de silicio hay una capa 24 de material que puede acep

v SnlE
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tar portadoras de cargae y limiter las mismas hacia sitios
locslizados adjacéhtes a la interfaz entre las capas 22 y
24. En este ejemplo, la cape 24 es una capa de nitruro -
de silicio que por si es un aislador. Sobre la capa de -
nitruro de silicio 24 hay un electrodo metédlico. Los con
ductores 28, 30 y %2, mostrados esquemiticamente, permi-
ten la aplicacién de potenciales externos a los electro-
dos 18, 20 ¥y 26. El canal de conduceidn 34 que existe --
para los transistores de tipo de transicidn con voltaje
de desbloqueo de cero aplicado, se ha mostrado por medio
de la linea de guiones 35.

El transistor 10 puede fabricarse mediane
te téenicas conocidas. Por ejemplo, las regiones de fuen
te y de consumo 15 y 16 pueden formarse enmascarando se-
lectivamente la superficie 14 y disminuyendo substancias
modificadoras de conductividad a través de las porciomes
espaciadas de la superficie 14 hacia el cuerpo 12. ILa -
cape de didxido de silicio puede formarse oxidando tér-
micamente la superficie del cuerpo 12 o mediante la des~
composicidn pirolitica de un compuesto de siloxano orga-
nico tal como tetraetoxisilano sobre la superficie 14. -
La capa de nitruro de silicio puede depositarse calentan
do el cuerpo 12 en una atmbsfera de silano SiH, y emo--
niaco.

La capa de aislamiento 24 se indica co~
mo nitruro de silicio pero pueden substituirse equiva=-
lentes que tengan propiedades semajantes iguales tal y
como los hicieran las circunstancias o sea conveniente
sin apartarse del espiritu ni alcance de la invencibén.

Asimismo, aunque el tramsistor 10 se muestra como siendo

l-"‘ f r’,'t ‘lnﬁ
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un semiconductor del tipo de transicibn, es teambien -
apropluds para llevar a la practica la invencidén un dis-
positivo reforzante de silicio ya sea de tipo P o de ti-
po N gque tiene una capa de aislamiento tal como la capa
24,

La accibédn de memoria del transistor -
10 puede demostrarse midiendo la capacitancia del siste~-
ma de placa paralelo en donde la regidn de desbloqueo !
26 actta como una placa y las regiones de fuente 15 ¥
de consumo 16 se conectan con el cuerpo semiconductor -
12 que actha como la otra placa del mismo y en donde -
las capas de almacenamiento de aislamiento y de carga —-
actan como dieléctricos del mismo., Cuando se varfa el
potencial del desbloqueo, esta capacitancia cambia de =
la manera que se ha ilustrado en la Figura 2, es decir,
con un lazo de histéresis pronunciado. Si el voltaje -
aplicado se hace lo suficientemente negativo, la capaci-
tancia se cambiard hasta un valor més alto y permanece=
rf energizado despubs de que se ha quitado el voltaje -
negativo. Si el potencial aplicado a la regibén de des-
bloqueo se hace lo suficientemente positivo, la capaci-
tancia se cambia hacie un valor més bajo y permaneceri
en este estado después de que se quita el voltaje posi-
tivo,

Haciendo referencia a la FIGURA 2, de-
be observarse que si se varia el voltaje de desblogueo
a fuente alrededor del punto de referencia (vﬁEF) nNe=-
diante una cantidad cuya amplitud es menor que més o me
nos la mitad de la cantidad AV gque puede ser por ejem

plo de 10 voltios, el estado del tramsistor no se alte-

TEN AN
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rarf indicando un modo de funcionamiento que serd del
tipovno_destfﬁc#or,de la informacidn almacenada en el
dispositivo,

El fenbémeno justemente descrito se -
manifiesta exhibiendo el dispositivo un voltaje de ume
bral de dos valores cuendo se hace funcionar como un =
transistor. En contraste con el cambio de la cepacitane
cia, para un dispositito de canal de tipo N, el voltaje
aplicado & la regidén de desbloqueo se hace lo suficienw
temente mls positivo que el volbtaje en el electrodo de
fuente, el voltaje de umbral (VU) se cambiaré a un va-
lor alto del voltaje de umbral (VUA) y si el voltaje -
aplicado se hace lo suficientemente negativo con repsec-
to 8 los electrodos de fuente y de consumo, el voltaje
de umbral se cambia a un valor bajod voltaje de umbral
(Vyp)

El circuito de la FIGURA 3 es un cip
cuito de desbloqueo légico cuyo umbral puede varimwse —-
controlando de esta manera el paso de las seiiales de en
trada. El transistor 50 se muestra con su electrodo de
desbloqueo conectado con el terminal 52, el electrodo -
de consumo copectado con el terminal 54 y su electrodo
de fuente conectado con el terminal de referencia 56w
Se conecta una resistencia 58 entre el terminal 54 y el
punto de junta 60 y se conecta una fuente de potencial
62 de magnitud VCc entre el punto de Jjunta €60 y el ter-
ninal 56. El terminal 54 sirve como la salida de volta-
Je del circuito mientras que la sefial a través de la re
sistencia 58 es indicativa de la corriente que fluye en
el circuito. La fuente de potencial 62 se muestra como

-10 - ‘W"’?’f‘ Lo
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una bateria pero en vez de esto puede ser una fuente -
impulsada, uuna fuente rectificada de media onda o una
fuente de energia rectificada completa.

Una fuente de potencial positivo 64 -~
de una magnitud V1 puede conectarse por medio del inte-
rruptor 66 con el electrodo de desblogueo 52 y una fuen~
te de potencial negativo 68 de une magnitud v, puede -
conectarse por medio del interruptor 70 con el electro-
do de desbloqueo 52. El terminal de desbloqueo 52 se -
conecta también con un terminal del capacitor 72 y el
otro terminal del capacitor se conecta con el generador
de seflales 74, El interruptor 76 conectado a través del
capacitor 72 puede usarse para colocar en derivacidén --
el capacitor y para acoplar directzmente el generador =~
de sefiales 74 con el electrodo de desblogueo del trans
sistor 50. Obsérvese que alin cuando para los fines de
la explicacibén presente, los interruptores de muestra -
como siendo interruptores mecénicos, en la prlctica --
pueden ser dispositivos electrdnicos tales como transis
tores de efecto de campo y dispositivos bipolares.

Las amplitudes Vl ¥y V2 de las fuente
de potencial 64 y 68 se hacen lo suficientemente gran-
des para permitir que el umbral del transistor 50 se -
ajuste hacia su estado bajo o alto, A modo de ejemplo,
para este caso especifico, Vl y V2 pueden cada uno ele=
girse para ser iguales a 22.5 voltios (mhs en un cago y
menos en el otro).

Para el transistor de tipo de transi-
cién 50, el cierre del interruptor 66 aplica un poten-

cial positivo de 22.5 voltios al electrodo de desbloqueo

- -
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ajustando su voltaje de umbral a VUA’ que es aproximada;
mente 1gﬁa1 a ~& woltios tal y como se indica mediasnte -
las caracteristicas de voltaje y corriente (V - I) que
se han mostrado en la FIGURA 4(a). Obsérvese que con un
voltaje de desbloqueo (VD) de cero voltios, la corriente
de consumo (IC) para el voltaje de consumo a fuente =
(VCS) mayor de 4 voltios es de aproximedamente 5 miliam-
perios. Obsérvese agimismo que el codo de la curva de =
corriente constante para VD = 0 corresponde a un valor
de 4 voltios a lo largo del eje X, (representando el -
eje el valor del voltaje de consumo a fuente (VCS))' -
Puesto que el codo de la curva ocurre en el punto en -
donde VCS es lgual a la diferencia entre el voltaje de
desblogueo y de umbral (VD - Vﬁ) ¥ puesto que Vj es -
igual a cero, entonces evidentemente Vﬁ es igual a apro-
ximademente -4 voltios. Cuando se abre el interruptor -
66 este valor de VﬁA exhibido por el transistor 50 se -
mantiene siempre y cuando cualgquier poteneial aplicado
al electrodo de consumo no polarice a la inversa la re-~
gién de fuente a consumo por medio de una cantidad que
excede el valor de referencia que se proporciona a modo
de ejemplo es de aproximadamente (~)3 voltios alrededor
de una polarizacibén negativa de (~) 7 voltios.

El cierre del interruptor 70, mien--
tras que el interruptor 66 estd abierto, aplica un po-
tencial negativo de 22.5 voltios al electrodo de degm-
bloqueo del tramsistor 50. Aplicando esta polarizacién
de reserva grande entre el electrodo de desbloqueo y -
los electrodos de fuente y de consumo del dispositivo -

se ajusta el transistor hacia su estado de umbral bajo

) m g
3740415
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(Vyp) tal y como se indica en la FIGURA 4(b). La FIGURA
4(v) es eseaciélﬁente igual que la FIGURA 4(a) excepto -
que el nivel de umbral se ha disminuido en sproximadamen-
te 6 voltios. Obsérvese que en la FIGURA 4(b) la curva -
trazada para la condicibén cuando VD es igual a cero indi
ca que se obtiene una corriente de 10 miliamperios a lo
largo de la porcidn plana de la curva y con el codo de
la curva correspondiendo al potencial de consumo a fuen-
te de 10 voltios. El potencial al cual ocurre el codo,
tal y como se explica en lo que antecede, indica que el
voltaje de umbral del transistor 50 es ahora de -10 vol=-
tios., Por lo tanto, asplicando un potencial negative en-
tre los electrodos de desblogqueo y el electrodo de fuen~
te, el voltaje umbral se ha cambiado de =4 voltios a ~10
voltios. Este valor de umbral se maentendrf atn cuando

el interruptor 70 se gbra y siempre y cuando cualquier -
potencial que se gplique al electrodo de desbloqueo no
polarice hacis adelante la regidn de desbloqueo a fuente
mediante una cantidad gque excede el valor del voltaje de
referencia indicado que en el caso determinado, a modo
de ejemplo, es aproximadamente de (+) 3 voltios alrede-
dor de una polarizacidn negativa de (=) 7 voltios.

Por lo tanbo, con el transistor 50
en el estado DUB’ cualquier sedal superior a -10 vol--
tios ocasionarf una conduccih y dard por resultedo una
sefial de salida. Sin embargo, con el transistor 50 ajus-
tado a un estado Vy, el transistor 50 se desconectarf -
con respecto a todas las sefiales que no excedan de ~4
voltios en amplitud. El voltaje de umbral se usa por lo

tanto, para discriminar entre sefiales de amplitudes va-

2T 374096
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riables. Una particularidad importante del circuito de
la presente .invencibn es que todos los potenciales pueden

quitérse del transistor ¥ permanecerin en el estado en

_donde se colocaron al Gltimo. Esto es de gran importancia

en formaciones de memoria puesto que la pérdida de ener-
gia u otro mal funcionamiento de naturaleza semejante
del sistema de la computadora no destruye la informecibn
almacenada.

La FIGURA 5 muestra un circuito de memo-
ria o basculador que comprende un transistor 80 que, pa-
ra este ejemplo, se supondrid que es un dispositivo de -
canal de tipo N del tipo reforzante que tiene una capa
de nitruro de silicio tal y como se describe en la FIGU-
RA 1. El electrodo de desbloqueo del transistor 80 se
muestra conectado con un lado de los generadores de se-
fiales 82 y 84 cuyas lmpedancias internas son lo suficien-~
temente altas para impedir que un generador coloque en
cortocircuito el otro y, el otro extremo del generador -
de sefiales se conecta con el terminal 100 que se muestra
como el potencisl de referencia o de tierra. El generador
de seflales 86 se muestra conectado entre el terminal 100
y €l electrodo de fuenbte de transistor 80. El electrodo
de consumo del transistor 80 se muestra conectado con la
resistencia 88 en el terminal 90 que sirve también como
el terminal de salida. El otro extremo de la resistencia
88 se conecta con el terminal positivo de la fuente de
potencial 92 de amplitud Vcc, estando conectado el ter~
minal negativo de la fuente de potencial 02 en el termi~-

nal 100,

Como se muestra en la FIGURA 5, la am~-

u-374015
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plitud de la amplitud desde las fuentes de seflales 84 W
86 de dos valores siendo ya sea de cero voltios o de 22.5
voltios. Con los generadores 86 y 82 al potencial de tie-
rra, un impulso de 22.5 voltios del generador 84 polari-
za hacia adelante la regidn de desbloqueo a fuente del
transistor 80 ajustando el transistor a su estado de vol~
taje alto Via» Que por ejemplo puede ser igual a +10 vol-
tios. Un impulso de lectura del generador 82 que tiene -
un valor mayor de VﬁB pero menor de VﬁA aplicado al elec-
trodo de desbloqueo del transistor 80 no serd suficiente
para vencer el valor del voltaje deumbral y no se obser-
varh sefial alguna en el terminal 90. Dependiendo de la
definicién de los niveles lbégicos esta condicién por ejem
plo puede corresponder a la condicibébn de ajuste de un -
cireuito basculador o el almacenamiento de un "1" légico
o un "O" 1lbgico en una célula de memoria puesto que el
voltaje de salida se mantiene a més ¥VCC ¥ no hay conduc
cibn de corriente en la trayectoria de consumo y de fuen
te del transistor 80.

Con los generadores de seflales 82 y 84
habiéndose hecho shora regresar al potencial de tierra,
el generador de seflales 86 puede hacerse disparar para
proporcionar un impulso positivo de una amplitud de 22.5
voltios al electrodo de fuente. Este impulso proporciona
una polarizacidén de inversidn & la regidén de fuente y
desbloqueo que es anfloga a la condicidn que se describe
en la FIGURA 3 cuando se cerrd el interruptor 70. Esto
ocasiona que el transistor 80 se ajuste en la condicibn
de umbral baja que por ejemplo puede ser igual a +4 vol-
tios., Ahora, una sefial de lectbura desde el generador 82

1. 77AncR
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ocasionaxé'qué la corriente fluya entre los electrodos -
de consumo y de fuente del transistor 80 dando por resul
tado un voltaje que no sea V,, en el terminal 90, Al ==
observar la definicién del nivel légico anteriormente -
manifestado, este estado del transistor puede correspon-
der a la condicidn reajustada de un circuito basculador
puesto que el transistor se hace regresear al estado de
voltaje de umbral bajo. Obsérvese que tal y como se ha
mostrado en la FIGURA 6, la combinacibén en paralelo de
los generadores 82 y 84 puede resplazarse mediante una
fuente de corriente directa cuya amplitud méxima llena -
los requisitos establecidos para la amplitud méxima del
generador de impulsos 82 que se coloca en serie con un
generador de impulsos tal como el generador 84,

Aln cuando el dispositivo de la FI-
GURA 1 y los circuitos de las FIGURAS 3 y 5 emplean tran
sistores de conductividad de tipo N, debe apreciarse que
también pueden emplearse dispositivosdel tipo P siempre
¥y cuando se hagan los cambios apropiados en las conexio-
nes de las fuentes de polarizacidén y los niveles de las
sefiales de entrada.

La presente golicitud que correspon-
de a la presentada en Estados Unidos de América con fe-
cha 5 de Diciembre de 1.968, bajo el nimero 781.511, se

acoge & los beneficios del Articulo 51 del vigente Esta-

37L045
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~ REIVINDICACIONES -

Los puntos de invencién, propia y nueva, -
que se presentan para que sean objeto de esta solicitud
de Patente de Invencidén en Espafia por VEINTE afios, son
los siguientess

1.~ Una disposicidn de circuito de almace-
namiento que comprende: un transistor de efecto de campo
que tiene un electrodo de fuente, un electrodo de des~-
blogqueo y un electrodo de consumo, con una trayectoria
que == extiende entre los electrodos de fuente y de con-~
sumoj en donde el transistor es del tipo de slmacena--
miento que: (a) responde a un primer voltaje aplicado =
entre los electrodos de desbloqueoc y de fuente en donde
el primer voltaje es mayor que un primer valor determi~-
nado y una polaridad que tiende & hacer més conductora
la trayectoria de fuente y de consumo exhibiendo wn pri
mer valor de umbral, y (b) responde a un segundo voltaje
aplicado entre los electrodos de desbloqueo y de fuente
en donde el segundo voltaje es mayor que el segundo va-
lor determinado y de una polaridad que tiende a hacer -
la trayectoria de fuente y consumo menos conductora ex-
hibiendo un valor de umbral segundo que es diferente -
del primer valor de umbral; en donde el transistor esté

adaptado para recibir un voltaeje de funcionamiento entre

374045
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los electrodos de fuente y de consumoj ., en donde el -~
tranzistor eétﬁ;adaptado para recibir entre los electro-~
dos de desbloqueo y de fuente: (a) durante una operacién
de escritura una sefial de amplitud que se selecciona'para
que sea igual a uno del primero y segundo voltajes, y -
(b) durante una operacién de lectura una sefial de ampli-
tud intermedia al primero y segundo valores determinados;
en donde el transistor es un solo elemento activo en el
cirecuito; y durante una operacidén de lectura la salida -
del cireuito se determina nicamente mediante la impedan=-
cia de la trayectoria de fuente y de consumo del tmnico -
transistor.

2.~ Una disposicibn de circuito de al-
macenamiento del tipo dado a conocer en la reivindica—-
cidn 1, que estd ademés adapbada en un estado inactivo -
para recibir entre los electrodos de desblogueo y de -~
fuente del transistor un voltaje de un valor suficiente =
para polarizar la trayectoria de fuente y de consumo del
transistor hacia un estado considerable de no conduccidn.

3.~ Una disposicidén de circuito de al-
macenamiento del tipo dado a conocer en cualesquiera de
las reivindicaciones 1 y 2y que esté asdaptado para reci-
bir durante una operacién de lectura una sefial de magni-
tud suficiente para polarizar la trayectoria de fuente -~
y de consumo del transistor cuando se ajusta para exhibir
el primero y segundo valores de umbral hascia estados con-
siderables de conduccidén y de no conduceibn, respectiva-

mente,

4,~ Una disposicidébn de circuito de al~-

-w- J74016

macenamiento,



Tal y como se ha descrito en la Memoria que
antecede, vepresenivado en el dibujo que se acompafia y -
para los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de diecinueve hojas escri-

tas a mAquina por una sola de sus caras.

Mearid, 7 philV1989

P‘A.

24-10-~69/RTA, -

- 19 -



|
@ P V77

W7////////'}///////////////////////////? I

V2L

W‘;\\\W Y y/4

Z]
N

ARORBRNIN
Y

Y =
64 54%? ]
=
P
— 2 —




	Bibliographic data
	Description
	Claims
	Drawings



